
TRANZYSTORY TG9, T G 1 1 , TG10 i T G 2 0 -

w a ilo ś c i e k s p lo a ta c y jn e , param etry i c h a ra k te rystyki

--------------------------------------  mgr inż. Urszula Drozd ----

P rodukowane przez Fabrykę Pół
przewodników „Tewa” tranzy

story typu TG9, TG11, TG10 i 
TG20 są germanowymi tranzysto-

Rys. 1 . G łów ne w ym iary  tranzystorów  
TG9, TG11, TG10 i TG20

rami warstwowymi małej mccy 
średniej częstotliwości, typu p-n-p. 
Tranzystory TG9 i TG11 są 
przeznaczone głównie do pracy w 
układach impulsowych, tranzystory 
TG10 przede wszystkim w układach 
wzmacniaczy pośredniej częstotli
wości i w układach generacyjnych, 
natomiast tranzystory TG20 stoso
wane są przeważnie w układach 
wzmacniających (fale dług'e i śred
nie) oraz w mieszaczach.

Wszystkie wymienione typy tran
zystorów wykonane są w obudowie 
metalowej, której wymiary uwidocz
niono na rysunku 1. Ciężar pojedyń- 
czego tranzystora wynosi 0,9 g.

Dopuszczalne wartości eksploata
cyjne tych tranzystorów zestawione 
są w tablicy 1 i na rysunkach 2, 
3, i 4, a parametry charaktery
styczne — w tablicy 2 (str. 230).

Charakterystyki tranzystora TG10 
przedstawiano na rysunkach 5 4-12, 
a tranzystora TG20 na rysunkach 
13 4-20.

Rys. 5. C harakterystyki statyczne tran
zystora TG10

Rys. 2. Zależn ść 
m aksym alnego 

napięcia kolektor 
-em  ter tranzysto
rów  TG9, TGU, 
TG10 i TG20 od 
oporn ości m iędzy 
bazą i em iterem

R ys. 3. Za leżność m aksym alnej m ocy  
śtrat tranzystorów  TG9, T G ll, TG10, 

i TG2D od  tem peiatury otoczenia

Rys. 4. Zależność m aksym alnej m ocy  
strat tranzystorów  TG9, TGU, TG19 
i TG29 od m aksym alnego napięcia ko- 

lektor-em iter

Rys. 6. Zależność prądu zerow ego 
kolektora tr wcaysttra TG10 od 

tem peratury złącza



T a b l i c a  1
Dopuszczalne wartości eksploatacyjne przy ta =  25°C

P a r a m e t r Symbol Jedn. TG9 TG ll TG 10 TG20

Maksymalne napięc.e 
kolektor-emiter (szczyt.) ~ U C E M  im x V patrz rys. 2
Maksymalne napięcie 
kolektcr-emiter ~ ^ C E  max V patrz rys. 2
Maksymalny prąd 
kolektora (szczytowy) C M  rnax mA 125*) 125*) 10 10
Maksymalny prąd 
kolektora ~ J C  rrax mA 50 50 5 5
Maksymalny prąd 
emitera (szczytowy) ^ E M  mas m A 125*) 125*) 10 10
Maks\malny prąd 
emitera ^ E  max mA 50 50 5 5
Maksymalny prąd 
bazy (szczytowy) max mA 50*) 50*)
Maksymalny prąd 
bazy ~ ^ B  rr ax mA 25

1
25 |

Maksymalna moc strat 
kolektora i emitera Pmax mW patrz rys. 3 i 4
Maksymalna tempe
ratura złącza vnax °C 75 75 75 75

*) f  >  50 Hz

Rys. 10. Zależność p -ram etrów  l /g ;>9 
i fcsj_ tranzystora TG10 od częstotli

w ości

R ys. 7. Zależność param etru ]ys,1 p | tranzystora TG10 od 
częstotliw ości

Rys. 8. Zależność param etrów  1/Snp 1 c,| R tranzystora 
TG19 od  częstotliw ości

Rys. 11. Zależność param etrów  tranzystora TG 10 od  
napięcia  kolektora
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stora TG10 od prądu kolektora Rys. 13. C harakterystyki statyczne tran
zystora TG20 Rys. 14. Za leżn ość prądu zerow ego k o 

lektora tranzystora TG20 od  tem peratury 
złącza

Charakterystyczne parametry przy ta =  25°C
T a b l i c a  2

P a r a m e t r Symbol Jedn. TG9 TG11 TG10 TG20

Prąd zerowy kolektor-baza 
przy — UCB =  6 V ~ ] C B O (J-A < 5 < 5 <10 <10
Prąd zerowy emiter-baza 
przy — U EB —  6 V h i s o (rA < 5 < 5 <50 <50
Prąd zerowy kolektor-emiter 
przy — V CE =  15 V — I C E O t*-A <50 <50 <50 <50
Współczynnik wzmocnienia prądo
wego przy — U C b  <  0,2 V, 1E  =  10 m A h 21 E — >20 >20 — —

Współczynnik wzmocnienia prądo
wego przy — U C u  <  0 2 V, 1E  =  100 mA h 2 lE — >10 >10 — —

Współczynnik wzmocnienia prądo
wego przy — Uc f  —  6 V, l c  =  0,5 mA ft21e — — — 20H-130 20-^225

Napięcie nasycenia przy 
— l B  =  3 mA, — l c  =  50 mA ^ C E s a t V <0,25 <0,25 — —

Częstotliwość graniczna ’) 4 MHz >1,5 >0,2 > 3 > 7
Nachylenie charakterystyki2) & 2 le mA/V — — >13
Przewodność wejściowa 2) S l ln mS — — 0,3-=-2 <3,3
Przewodność zwrotna Ł) S l2 e H-S — - <13 <66

Przewodność wyjściowa 2) § 2 2 e Î S — — <40 <200
Pojemność wejściowa!) c lle pF — — <1000 <400

Pojemność zwrotna 2) c 12e pF — — <15 <15
Pojemność wyjściowa2) c 22e pF — — <40 <40
Oporność bazy przy /  =  0,5 MHz, 
— ^ cb e ff  =  2 V, —l c  —  1 mA rbb’ tł — — <200 <250

’) dla TG9, TG11 przy — UCB -  6 V, — IE = 3 m A  
dla TG10, TG20 przy — UCB =  6 V, — l c =  0,5 raA 

*) dla TG10 przy — U CE =  6 V, — l c  =  0,5 mA, /  =  0,5 MHz 
dla TG20 przy —U CE =  6 V, — I c =  0,5 mA, /  =  2 MHz



Kys. 19. Za leż
ność param etrów 

tranzystora 
TG20 o d  .napięcia 

kolektora

Rys. 20. Zależ
ność param etrów 
tranzystora TG20 
od prądu kolek 

tora


